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Abstract –  
In this paper, the results of investigation of the spectral characteristics of the injectional 
photodiodes with a varied base are presented under the condition of the existence of 
Galvanomagnetorecombination (GMR) effect. This is the redistribution majority and 
minority charge carriers within the volume of the semiconductors in the presence of the 
magnetic field and the formation of non equilibrium electron hole plasma [1]. 
 
Résumé –  
Dans ce document, les résultats des investigations sur les caractéristiques spectrales de 
l'injectional des photodiodes avec une base variée sont présentées sous réserve de 
l’existence de l’effet de recombinaison Galvano magneto recombination (GMR). Il s’agit 
de la redistribution des porteurs majoritaires et minoritaires au sein du volume des semi-
conducteurs en présence du champ magnétique et de la formation de non équilibre des 
électrons trous dans le plasma. 
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